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  Invenţia se referă la tehnologia  semiconduc-
toarelor, în particular la procedee de obţinere a 
suprafeţelor poroase ale semiconductoarelor. 

Esenţa invenţiei constă în faptul că pe suprafaţa 
semiconductorului se depune o mască ce o acoperă 

selectiv şi se efectuează corodarea ei electro-
chimică. Noutatea invenţiei constă în faptul ca 
masca este executată din fotorezist. 
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Descriere:  
  Invenţia se referă la tehnologia  semiconductoarelor, în particular la procedee de obţinere a 

suprafeţelor structurate ale semiconductoarelor. 
Este cunoscut procedeul electrochimic selectiv pentru obţinerea semiconductoarelor cu suprafaţa 

nano- şi microstructurată, care include depunerea unei măşti pe suprafaţa semiconductorului, implan-5 
tarea ionilor în regiunile selectate ale suprafeţei semiconductorului, înlăturarea măştii de pe suprafaţă şi 
tratarea electrochimică ulterioară a acestuia [1]. 

Neajunsul invenţiei date constă în faptul ca nu este utilizată efectiv toată suprafaţa semicon-
ductorului, lipsa posibilităţilor de obţinere a regiunilor cu diferite grade de porozitate şi utilizarea 
tehnologiilor costisitoare de implantare a ionilor de energie înaltă. 10 

Problema invenţiei constă în majorarea eficacităţii de utilizare a suprafeţei semiconductorului şi 
micşorarea cheltuielilor de producere pentru obţinerea suprafeţelor poroase.  

Esenţa invenţiei constă în faptul că pe suprafaţa semiconductorului se depune o mască ce acoperă 
selectiv suprafaţa lui  şi care se corodează electrochimic. Noutatea invenţiei constă în faptul ca mască 
este executată din materialul unui  fotorezist.  15 

Rezultatul invenţiei constă în faptul că se obţine o suprafaţă a semiconductorului cu diferite grade 
de porozitate. 

Invenţia se explică prin desenul din figură, care reprezintă o imagine a probei de InP în secţiune 
efectuată cu ajutorul unui microscop electronic cu baleaj. Proba de InP a fost acoperită selectiv cu 
fotorezist pozitiv PR1618 (grosimea 1,8 µm). Corodarea electrochimică ulterioară a fost efectuată în 20 
soluţie de  5 % HCl,  în H2O timp de 5-10 min, la tensiunea de 5V. Secţiunile de sub fotorezist arată un 
grad de porozitate mai mare decât celelalte secţiuni. 

Exemplu de realizare a invenţiei: 
Se curăţă cu acetona sau alcool izopropilic proba de semiconductor  n-InP,  se depune fotorezistul 

pozitiv PR1618 (grosimea 1,8µm) la 5000 rot/min timp de 30 s, în formă de mască care acoperă selectiv 25 
suprafaţa semiconductorului. Se usucă fotorezistul la 110°C timp de 3 min, apoi se exponează timp de 
10 s şi se developează în soluţie AZ400K:H2O (1:3) timp de 20 s. După depunerea măştii se corodează 
electrochimic cu pasivarea părţilor nedorite pentru corodare cu lac rezistent chimic  în soluţie de  5 % 
HCl,  în H2O timp de 5…10 min, la tensiunea de 5V. Apoi proba de n-InP se clăteşte în apa distilată şi 
se înlătură cu acetonă lacul rezistent chimic.   30 

În consecinţă regiunea selectată a suprafeţei semiconductorului de n-InP fără mască a obţinut un 
grad de porozitate de 25 %, iar regiunea suprafeţei  acoperite cu mască de fotorezist a obţinut  un grad 
de 85 %. 
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(57) Revendicare:  

 Procedeu de obţinere a suprafeţei poroase a semiconductoarelor, care constă în faptul că pe 
suprafaţa semiconductorului se depune o mască ce o acoperă selectiv şi se efectuează corodarea ei 
electrochimică, caracterizat prin aceea că masca este executată din fotorezist.  5 
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